PA Micro SSM 2017

Températures de travail :-40 a +85°C

Distortion Harmonique : < 0,01% pour un gain dé@. (60 dB)
et un niveau de sortie de 7V/5k Ohms
Distortion Harmonique : < 0,005% pour un gain 66 140 dB)

Bande passante : 250 000 Hz pour un gain de4MAgR)
Résitance au court circuit : 10 secondes

Résistance de charge : 600 Ohms

Temps de montée : 10V/us

Gain de : 0 a 1000, soit :0a60dB

Performant entre un gain de 100 et 1000, soitet4D dB
Alimentation :de £ 9V a £ 25V

Consomation 10 a 14 mA

Valeur de la résistance RG :

Gain RG

1 NC

10 1100 Ohms
100 100 Ohms

1000 10 Ohms
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Valeur de la résitance déterminant le Gain de 2017

RG = valeur de la résitance déterminant le Gaiaadey

Gain=1+10000/RG

RG Gain dB
10 1000 60
18 555.6 55  (54.89)
30 333 50  (50.45)
55 182 45  (45.19)
100 100 40

Composant a commander chez :

PROELECTRONIQUE
88, Av. Yves BRUNAUD
31500 TOULOUSE®

Tel : 61.48.03.04
FAX:61.11.98.22



